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論文内容の要旨
本論文はハロゲン輸送法による GaAs 単結晶の気相エピタキシャ lレ成長に関する理論的及び実験的
研究をまとめたもので，以下の 7 章から構成されている。

































最適条件を確立し，その応用として優れた均一性をもっ GaAs MESFET を作成した結果を述べたもの
で，多くの新知見を得ている。その主なものをあげると，







(ii) AsC13 -Ga -H2系，及び、AsC13 -Ga -N2 系を用いた GaAs 気相エピタキシャノレ成長の比較
を行い，残留アクセプタ不純物がそれぞれ Si およびC である乙とを明らかにし，前者が反応生成物の
HC 1 と石英器壁の反応によって生じることを示唆している。
(j V) 横型成長炉の円周に沿って多数の基板を配列することによって均一な多数枚ウエハーの同時成長を
行う方法を初めて確立し，実用量産技術への道を開いた。
(V) GaAs気相エピタキシャル成長時の硫黄ドーピングの方法を確立し，特に基板に対向して別のGaAs
板をおくことによって基板土のエピタキシャノレ膜中の硫黄濃度を 2 桁程度自由に制御する方法を開発
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し，キャリア濃度分布の急峻化に成功した。
以上述べたように本論文はガリウム枇素エピタキシャノレ単結晶作成上，重要な多くの新知見を含むと
ともに製作技術上の指針を与えるもので電気・電子材料工学上寄与する所が大きい。よって本論文は博
士論文として価値あるものと認める。
-474 一
